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第 1章では 4H-SiC MOS界面のこれまでの理解についてのまとめが述べられ、第 2章では本論文で
主に使用される電子スピン共鳴（ESR）分光法および電流検出 ESR（EDMR）分光法が原理に至るまで説











興味深い対象となっている。本論文は C面が示す両極端な 2つの界面に対して EDMR分光法を適用す
ることで、その界面欠陥の起源が全く違うこと、そして起源の違いがもたらす電気特性の違いを見事に明
らかにしている。 
第 3章では C 面ドライ酸化の界面欠陥の起源が EDMR分光法によって解析され、結果として炭素原
子が sp2 結合で凝集した炭素クラスター欠陥が発生していることを結論している。この同定に至るまでに、




第 4章では C面ウェット酸化の界面欠陥（C面固有欠陥）の起源が同じく EDMR分光法によって解析
されている。C 面固有欠陥の EDMR 観察は 2013 年頃より研究報告があるが、その起源はずっと不明の























 2019 年 2 月 19 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
